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Inventia se referd la domeniul tehnicii radio-

electronice §i poate fi utilizata la obtinerea hetero-
structurilor cu straturi subtiri de compusi binari
A"BY! pentru producerea fotorezistoarelor si a
fotoconvertoarelor.

Procedeul de obtinere a heterostructurilor cu
straturi subtiri pe baza compusilor binari A" BY!
include depunerea in vid pe substrat, in prezenta
gradientului de temperaturd dintre evaporator si

15

2

substrat, a stratului de compusi cu bandd ingustid
prin metoda evaporarii in volumul cuaziinchis cu
tratarea termicd si chimica ulterioard si a stratului
de compusi cu bandi larga prin evaporare discreta.
Revendicari: 1
Figuri: 3
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Descriere:
Inventia se referd la domeniul tehnicii radioelectronice si poate fi utilizatdi la obtinerea

heterostructurilor cu straturi subtiri de compusi binari A"BY! pentru producerea fotorezistoarelor si a
fotoconvertoarelor.

Sunt cunoscute procedee de obtinere a straturilor subtiri monocristaline si policristaline de
compusi binari A"BY! prin evaporare in vid a materialelor din evaporatoare in prezenta unui gradient
de temperaturd dintre evaporator si substrat [1].

Cea mai apropiati solutie este procedeul de obtinere a straturilor subtiri de compusi binari A™BY!
[2]. Depunerea straturilor se efectueazd prin disocierea materialului initial in atomi separati la
existenta unui gradient de temperaturd dintre evaporator si substrat cu depunerea ulterioard pe
substraturi.

fnsi procedeul cunoscut nu asiguri o crestere esentiali a parametrilor ce caracterizeazi
heterostructura data.

Problema pe care o rezolvd inventia constd in majorarea parametrilor electrici si fotoelectrici ai
heterostructurii cu straturi subtiri si elaborarea noii tehnologii de obtinere a heterostructurilor.

Esenta inventiei constd in aceea ci procedeul de obtinere a heterostructurilor cu straturi subtiri pe
baza compusilor binari A"BY" include depunerea pe un substrat in vid a unui strat de compusi cu
bandad ingustd, cu tratarea lui termicd si chimica ulterioard si a unui strat de compusi cu banda
largd, in prezenta gradientului de temperaturd dintre evaporator si substrat, totodatd stratul de
compusi cu banda ingustd este depus prin metoda evapordrii in volumul cvaziinchis, iar stratul de
compusi cu bandd largd prin evaporare discreta.

Procedeul poate fi utilizat si la obtinerea heterostructurii-test, procedand in mod invers.

Rezultatul procedeului conform inventiei constd in majorarea parametrilor ce caracterizeazi
heterostructura, si anume a curentului si tensiunii, pe baza alierii straturilor componente ale
heterostructurii date.

Asadar, are loc o crestere a curentului ce trece prin heterostructurd si totodati o majorare a
tensiunii; doi parametri esentiali ce caracterizeaza structura obtinutd cu straturi subtiri, cu o prelucrare
a stratului cu banda ingusta.

Majorarea curentului se datoreaza faptului ¢ la depunerea stratului cu banda largd prin metoda
evapordrii discrete are loc micgorarea rezistentei specifice a stratului si micsorarea barierei de
potential dintre componentele heterostructurii.

Inventia se explica cu ajutorul figurilor, care reprezinta:

- fig. 1, structura-test a heterostructurii cu straturi subtiri (ITO-ZnTe-CdSe-IN) si (ITO-CdSe-
ZnTE-Ag);

- fig. 2, dependenta curentului de scurtcircuit si tensiunii de circuit deschis de intensitatea
iluminarii;

- fig. 3, dependenta distribuirii spectrale a heterostructurii.

Exemplu de realizare a procedeului de obtinere a heterostructurilor cu straturi subtiri pe substrat
de sticld

in calitate de substrat pentru formarea heterostructurii cu straturi subtiri serveste o placuti de
sticld cu un strat transparent de oxid de indiu (ITO, In,O3+Sn0O;). Aria suprafetei este de 4 em? In
primul rand, dacd se obtine heterostructura de tip I (ITO-ZnTe-CdSe-In), se depune prin evaporare
discretd stratul cu bandi largi cu o suprafatd de 1,5...1,8 cm® de grosimea 3...4 um timp de 10-15
min, apoi se depune stratul cu banda ingustd prin metoda volumului cvaziinchis cu o grosime de 5...8
pm pe o suprafati de 1,5 cm® timp de 15 min. Dupi aceasta toatd structura obtinuti se cufundi in
solutie suprasaturatd de CdCl, timp de 30...40 min, apoi se trateazd termic la o temperaturd de
360...380°C timp de 30 min.

Pentru structura de tip II (ITO-CdSe-ZnTe-Ag) se procedeaza in felul urmdtor: se depune stratul
cu banda ingustd prin metoda volumului cuaziinchis, stratul este supus tratamentului descris mai sus,
apoi se depune prin metoda evaporarii discrete stratul cu bandd largd. Prin evaporare termica se depun
contacte pentru structura de tip I si de tip II, In §i Ag respectiv. Ca rezultat s-a obtinut heterostructura
ilustratd in fig. 1.

Din fig. 2 se observi ci curentul de scurtcircuit atinge valoarea de 7...8 mA/cm?, iar tensiunea de
circuit deschis are valoarea de 0,6...0,75 V.

Din fig. 3 se observd ca se largeste regiunea spectrald a heterostructurii date, unde ambele
componente contribuie la majorarea curentului pe o unitate de centimetru. Domeniul de distributie
este cuprins in limitele 560...900 nm.

Heterostructurile se obtin prin depunerea stratului cu bandd largd folosind metoda evaporarii
discrete si depunerea stratului cu bandd ingustd prin metoda volumului cuaziinchis, unde stratul de
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banda ingustd este supus unui tratament special. Acest procedeu permite de a obtine heterostructuri cu
urmatorii parametri principali:

Lo = 7,2 mA/em?, Uy = 0,6-0,75 V, pentru intreg spectrul optic vizibil.

Heterostructurile obtinute pot fi utilizate in radioelectronicd la obtinerea aparatelor
optoelectronice, cét si la fabricarea fotoreceptoarelor intr-un domeniu larg al spectrului vizibil.

(57) Revendicare:
Procedeu de obtinere a heterostructurilor cu straturi subtiri pe baza compusilor binari A"

BY! care include depunerea pe un substrat in vid a unui strat de compusi cu bandi ingust, cu
tratarea lui termicd si chimicd ulterioard si a unui strat de compusi cu bandd largd, in prezenta
gradientului de temperaturd dintre evaporator si substrat, caracterizat prin aceea ca stratul de
compusi cu bandd ingustd se depune prin metoda evapordrii in volumul cuaziinchis, iar stratul de
compusi cu banda largd - prin evaporare discreta.
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1. SU 1367557A

2. MD 1308 G2
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Examinator: NASTAS Xenia
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